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STRESZCZENIA
ARTYKULOW
ME 43 - 3 - 2015

Akustyczne mody plytowe w plytkach z krysztalu GaN
wycietych prostopadle do osi krystalograficznej Z

ME 43, 3, 2015, s. 4

Obliczono i zmierzono wybrane parametry akustycznych modow
plytowych (AMP) w ptytkach z krysztatu GaN. Stwierdzono, ze spektrum
AMP sktada si¢ z dwoch obszarow. W pierwszym obszarze, tuz powyzej
pasma akustycznej fali powierzchniowej (AFP) tlumienno$¢ wtrace-
niowa jest duzo wyzsza w poréwnaniu do thumienno$ci w pasmie AFP.
W drugim obszarze tlumienno$¢ wtraceniowa AMP maleje osiagajac
warto$¢ minimalng przy czgstotliwosci okoto dwa razy wigkszej niz
czgstotliwos¢ AFP. Poniewaz energia podtuznej sktadowej przemieszczen
mechanicznych tego modu jest skoncentrowana w poblizu obydwu po-
wierzchni ptytki GaN, moze by¢ on wykorzystany w czujnikach z AMP.

Kierunki poprawy jakos$ci wiazki promieniowania
szerokopaskowych diod laserowych duzej mocy

ME 43, 3, 2015, s. 7

Przedstawione zostaly wybrane przyktady poprawy jako-
$ci wiazki promieniowania diod laserowych (DL) duzej mocy
w plaszczyznie prostopadiej do zlacza (pionowej) i w plaszczyznie
ztacza (poziomej). Odpowiedni projekt heterostruktury umozliwia
ograniczenie rozbieznosci wiazki w plaszczyznie pionowej do 12°
przy utrzymaniu wysokiej sprawno$ci energetycznej DL. Z kolei
stabilizacja pola optycznego w plaszczyznie ztacza wymuszona przez
strukture periodyczng wbudowana w szerokopaskowy $wiattowod
heterostruktury laserowej prowadzi do stabilizacji profilu wiazki
w plaszczyznie poziomej w funkcji poziomu wysterowania przyrzadu.
Ta struktura periodyczna (preferujaca wysokie mody boczne) jest for-
mowana technika implantacji jonow.

Wiasciwosci mechaniczne ceramiki Y,0O,
wzmocnionej platkami grafenowymi

ME 43, 3, 2015, s. 15

W pracy badano wptyw ptatkow grafenowych na wiasciwosci
mechaniczne kompozytu Y,0, — grafen w funkcji sposobu przygotowa-
nia zawiesin tlenku grafenu GO oraz jego zawarto$ci w kompozycie.
Do otrzymania probek uzyto handlowy nanometryczny proszek Y,0,
o czystosci 99,99% 1 GO otrzymany w ITME. Kompozyty otrzymano na
bazie wodnej mieszaniny obu sktadnikow, ktora spiekano po wysuszeniu
w piecu Astro pod jednoosiowym ci$nieniem i metoda SPS. Wykonano
kompozyty o zawartosci wagowej GO 1 1 3%. Spektroskopia Ramana
potwierdzita obecno$¢ zredukowanego tlenku grafenu w otrzymanych
kompozytach. Poza pojedynczymi przypadkami sposob przygotowania
zawiesin GO nie mial wplywu na warto$ci mierzonych wlasciwosci
mechanicznych. Stwierdzono, ze w funkcji zawartosci GO dla probek
spickanych w piecu Astro twardo$¢ oraz modut Younga nieznacznie
maleja, wytrzymatos$¢ na zginanie ro$nie maksymalnie o ok. 30% dla 3%
GO. Odpornos$¢ na pgkanie mierzona na belkach z karbem nieznacznie
maleje w funkcji zawartosci GO, ale za to ro$nie odpornos¢ na pekanie
mierzona metoda Vickersa (o ok. 50%). Odpornos$¢ na pegkanie probek
spickanych metoda SPS ro$nie maksymalnie ok. 80% (dla obu metod
pomiaru). Zaobserwowany na zdjeciach peknigé Vickersa mechanizm
wzmacniania przez ptatki GO, polegat na skrgcaniu ptaszczyzny pekania
i blokowaniu jego propagacji.

Hydrofobowe pokrycia organiczne na gladkich podlozach
i na podlozach z rozwinieta powierzchnia

ME 43, 3, 2015, s. 25

W artykule scharakteryzowano wtasnosci hydrofobowe warstw
organicznych uzyskanych na powierzchniach gladkich i z celowo
rozwinig¢ta powierzchnia, ktorej geometria byla przedmiotem badan.
Przebadano witasnosci zywic takich jak: polifluorowinyliden, po-
limetakrylan metylu, octatrichlorosilan. Przedstawiono cechy tych
materiatow w zaleznoséci od rodzaju no$nika, sposobu przygotowania
roztworu roboczego oraz metody osadzania na réznych powierzch-
niach. Wtasno$ci hydrofobowe otrzymanych warstw weryfikowano
za pomoca pomiarow kata zwilzania (CA) statycznej kropli wody
i metoda dynamiczng. Uzyskano wartosci CA na poziomie od ok. 135°
do 180°.

THE ARTICLES
ABSTRACTS
ME 43 - 3 - 2015

Acoustic plate modes in GaN crystal plates cut
perpendicularly to crystallographic Z axis

ME 43, 3,2015,p. 4

The chosen parameters acoustic plate modes (APMs) in GaN crystal
plates were calculated and measured. It was found that the spectrum
of APMs consists of two areas. In the first area, just above the surface
acoustic wave (SAW) passband, the insertion loss of APMs is much
higher than in the SAW passband. In the second area, the insertion loss
of APMs is decreased, reaching a minimum value at a frequency about
two times higher than the resonance frequency of SAW. Because the
energy of the longitudinal component of mechanical displacement in
this mode is concentrated near both planes of the GaN plate, it can be

used in APM sensors.

Towards improvement of beam quality of wide-stripe
high-power laser diode

ME 43, 3, 2015, p. 7

Selected exemplary ways of improving an emitted beam quality
of high-power laser diodes (LDs) are proposed in both vertical and
horizontal directions. Appropriate heterostructure design leads to a
vertical beam divergence reduction to 12° (FWHM) while simultane-
ously maintaining a high power conversion efficiency of LDs. In turn,
the spatial stabilization of an optical field distribution in the junction
plane results in horizontal beam profile stabilization as a function of the
device drive current. This spatial stabilization (with preferred high-order
lateral modes) is forced by ion-implanted lateral periodicity built into

the wide-stripe waveguide of a LD.

Mechanical properties of graphene flake-reinforced
Y,O, ceramics

ME 43, 3, 2015, p. 15

The influence of graphene flakes on the mechanical properties of
Y,0, — graphene composite as a function of the preparation method of
the suspensions of graphene oxide GO and its content was studied. To
obtain samples, a commercial nano-sized Y,0, powder with a purity of
99.99% and GO fabricated at ITME were used. The composites were ba-
sed on an aqueous mixture of both components. They were sintered after
drying under uniaxial pressure in an Astro furnace and an SPS machine.
The GO weight content in the case of these composites was 1 and 3%.
Raman spectroscopy confirmed the presence of reduced graphene oxide
in the resultant composites. Besides isolated cases,the preparation of the
GO suspensions did not affect the measured mechanical properties. It
was found that for the samples sintered in the Astro furnace both hard-
ness and Young’s modulus as function of the GO content were slightly
reduced, whereas the bending strength increased to approx. 30% for 3%
GO. In addition, the fracture toughness measured at the notched beams
decreased slightly as a function of the GO content but grew (about 50%)
for the fracture toughness measured by the Vickers method. The fracture
toughness of the samples sintered in the SPS machine increased up to
about 80% for both measurement methods. The mechanism of reinforcing
the material with graphene flakes observed in the pictures of the Vickers
cracks was based on crack deflection and crack blocking.

Hydrophobic organic layers on smooth and 3-dimensional
developed surfaces

ME 43, 3, 2015, p. 25

In this paper we present the hydrophobic properties of organic layers
obtained on both smooth and 3D surfaces. the geometry of which has
been the research topic. We have investigated polymers such us: poly-
vinylidene fluoride, poly (methyl methacrylate), octatrichlorosilane. The
properties of these layers depending on their preparation and deposition
method have been determined. We have verified the wetting contact
angle by performing static and dynamic measurements. The obtained
values of the wetting contact angle have been in the 135° - 180° range.
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Instytut Technologii Materialow Elektronicznych jest wiodacym polskim osrodkiem prowa-
dzacymbadanianaukowe oraz prace badawczo-rozwojowe wzakresie fizyki cialastatego, pro-
jektowaniai technologii nowoczesnych materiatow, struktur i podzespotéw dla mikro-inano-
elektroniki, fotoniki i inzynierii.

Badania te dotyczg nastepujacych grup materiatow i ich zastosowan w postaci podzespotow:

» materialy nowej generacji: grafen, metamaterialy, materiaty samoorganizujgce sie i gradiento-
we, nanokrysztaty tlenkowe w réznych matrycach (szklo, tworzywa sztuczna);

* materialy péiprzewodnikowe i ich zastosowania:

- monokrysztaly hodowane metodg Czochralskiego Si, GaAs, GaP, GaSb, InAs, InSb, InP
i transportu z fazy gazowej SiC, o srednicach do 10 cm;

- warstwy epitaksjalne potprzewodnikowe uzyskiwane za pomocg metod CVO i MOCVO
z Si, SiC, GaN, AIN, InN, GaAs, GaP, GaSb, InP, InSb oraz opartych o nie zwigzkéw potroj-
nych i poczwérnych;

- podzespoly dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky'ego, tranzystory FET i HEMT, lasery,
fotodetektory, IR i UV,

« materiaty tlenkowe i ich zastosowania:

-monokrysztaly, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr,Ho, Tm, Cr), YVO:(Nd, Tm, Ho, Er, Pr)ipo-
dwajnie domieszkowany: (Ho+Yb, Er+Yb), GdVO4: (Er, Tm); LuVO4: (Er, Tm); GdCoB:(Nd, Yb)
dla zastosowan laserowych; kwarc, LINbO,, LiTaO,, SeBa, , Nb,O, dla zastosowan elek-
trooptycznych i piezoelektrycznych; CaF,, BaF,, jako materiaty przezroczyste; Ca,GdO(BO),
jako materiat nieliniowy oraz NdGaO,. SrLaGaO,, SrLaAlO,, jako materiaty podiozowe dla
osadzania warstw nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych;

- szkta o zadanych charakterystykach spektralnych i szkla aktywne;

- ceramiki (ALO,, Y,O,, ZrO,, Si.N,), ceramiki przezroczyste i aktywne;

- Warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Cr dla zastosowan laserowych:;

- Swiatlowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrazowody;

- podzespoty dla elektroniki i fotoniki: filiry i rezonatory z akustyczng falg powierzchniows;
soczewki dyfrakcyjne, maski chromowe do fotolitografii;

* inne materialy dla elektroniki:

- kompozyty metalowo-ceramiczne, kompozyty metalowe;

- ztgcza zaawansowanych materiatdw ceramicznych (Si,N,, AIN), kompozytow ceramiczno-
-metalowych i ceramik z metalami;

- metale czyste (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);

- pasty do ukiadow hybrydowych;

- materiaty dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatorow.

Instytut prowadzi rowniez badania i wykonuje ustugi w zakresie:

= innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, tra-
wienie, obroébka termiczna;

» charakteryzacji materiatow: spektrometria mas i Méssebauera, elektronowy rezonans para-
magnetyczny (EPR), rozpraszanie wsteczne Rutheforda (RBS), absorbcja atomowa, wysokoroz-
dzielcza dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm
promieniowania, fotoluminescencja, mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa
i sit atomowych (AFM); spektroskopia gtebokich poziomow: pojemnosciowa (DLTS) i fotopradowa
(PITS), pomiary impedancyjne i szumow, temperaturowa analiza fazowa, pomiary dyfuzyjnosci
ciepfa.






